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应
。

它使器件反向偏压增高时
,

部分反向电流将直接从 负极接触区流向二极管正极区
,

而不流经浅
一

结雪崩区
。

从而减少了有效偏置电流导致发射电流减少
,

降低了发射效率
。

设计和研究具有接近于理想平面的电子发射区优化结构是研究和开发高性能硅雪崩击穿电
子发射器件的关键 同

。

本文报道了硅等平面化 自对准雪崩击穿电子发射阵列器件的结构设计和工艺过程
。

它
具有边缘工艺台阶仅为 的等平面化电子发射区域

。

电子发射二极管正极 十 区和负极

接触区由自对准工艺形成
,

两区域间由浅砷注入层连接形成浅
一

结和 自对准的宽度仅

为 、 拼 均匀性 良好的浅 电流通道区
。

实验结果表明
,

该结构器件比已报道的其它结

构和传统结构的硅雪崩击穿电子发射器件有更宽的电流电压线性工作区和更均匀的电子发
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图 等平面化 自对准硅雪崩击穿电子发射阵列器件主要工艺过程图



期 朱大中 等平面化自对准硅雪崩击穿电子发射阵列器件的设计和研究

图 等平面化自对准硅雪崩击穿电子发射
阵列器件单元结构硅表面台阶高度计算值 应用 表面分析仪实测结果

设计和研制的等平面化 自对准硅雪崩击穿电子发射阵列器件由 单元器件组成
,

每单元发射区周长为 拼 ,

器件电子发射区的总周长为 拼 该器件单元发射区边长

电流电压特性如图 所示
,

并表明该器件比其它结构和传统结构的硅雪崩击穿电子发射器

件具有更宽的电流线性工作区和更低的导通电阻

该器件在扫描电子显微镜中当器件反偏电压为 时
,

其发射电流为数微安数量级
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